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【背景】我々は主に光ゲート効果を用いたグラフェン光検出器の高感度化検討を行ってきた 1-6)。

これまでに、Type-II超格子 (T2SL) 構造上にグラフェン電界効果トランジスタを形成し、中・長

波長赤外光を高感度に検出可能であることを示した 7)。本研究では更なる高性能を目指し、T2SL

上に暗電流の低減が期待できるグラフェンダイオードを形成した赤外線検出器を提案する。 

【作製・評価】Figure 1(a)に素子の模式図を示す。n型 GaSb基板上に形成した InAs/InGaSb T2SL

上に、プラズマ化学気相成長法を用いて TEOS-SiO2絶縁層を成膜した。次に、ドレイン電極とし

て Cr 及び Au をスパッタ成膜した。また、絶縁層に対する CF4ガスを用いた反応性イオンエッ

チング法により、グラフェン-T2SL接合領域を形成した。さらに、化学気相成長法で合成したグ

ラフェンを転写した。最後に O2ガスを用いた反応性イオンエッチングによって用いて素子を形

成した。Figure 1(b)に素子の光学顕微鏡像を示す。真空冷却環境下において赤外線を照射し、応

答特性を評価した。 

【結果】Figure 1(c)に 3-5 μm中波長赤外線照射時と非照射時のドレイン電流の時間変化を示す。

光照射に応じた素子の電流変化を確認した。詳細な結果については当日報告する。 

 

Fig. 1: Schematic illustration (a) and light microscopy image (b) of InAs/InGaSb T2SL/graphene diode 

infrared photodetectors. (c) Photo-response of the devices under 3-5 μm infrared pulsed light irradiation. 
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